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 我々は特異な光電子特性を有しているグラフェンを利得媒質とする，新たなテラヘルツ光源の

開発を進めている．テラヘルツ帯で利得を得るためには，キャリア運動量緩和時間が長いこと，

すなわちグラフェンの結晶品質が高いことが必要である[1]．本研究では，SiC 基板の熱分解でグ

ラフェンを得るエピタキシャルグラフェン(EG)法を用い[2][3][4]，その製膜条件を検討することで

エピタキシャルグラフェン結晶の高品質化・大面積化を図った．  

熱分解を行う SiC 基板には，II-VI 社製半絶縁性 6H-SiC 基板 C(0001
―

)面を使用した．超高真空中

で 30 分間 800°C で Degas を行い，その後大気圧 Ar ガス雰囲気下において高温加熱し，SiC 基板

上にグラフェンをエピタキシャル成長させた．SiC 基板の加熱温度は，基板から脱離する Si 原子

の脱離速度と残留する C 原子のグラフェン化を律速し[5]，加熱の際に導入する Ar ガスの流量に

よって Si 原子の脱離速度を制御できる．本研究では従来条件をもとに加熱温度：1430°C，1450°C，

Ar ガス流量：0.1～0.5 slm をそれぞれ水準として 5 分間加熱し，各グラフェンサンプルを作製し

た．作製した SiC 基板上グラフェンは，Raman 分光により D ピークフリーな高品質化が得られて

いることを確認したのち、原子間力顕微鏡(AFM)を用いて表面観察を行った．温度上昇によって

グラフェンのドメインサイズの拡大が確認され(Fig.1)，Ar ガス流量の増加により同一ドメイン内

での平坦性の向上が確認された(Fig.2)．従って，一定の温度条件と Ar ガス流量の相関関係により

グラフェンの結晶品質を維持しつつ大面積化が実現できる見通しを得た． 
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Fig.1: AFM 形状像 Fig.2: Fig.の各サンプル赤矢印上の表面形状 
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